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"Verfahren zur Herstellung von mikromechanischen Strukturen 
sowie mikromechanische Struktur" 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
mikromechanischen Strukturen nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 bzw. eine mikromechanische Struktur nach dem 
^Oberbegriff des Anspruchs 6. 



Stand der Technik 

Mikromechanische Systeme konnen auf der Grundlage 
vielfaltiger Materialkombinationen hergestellt werden. Die 
Herstellung kann insbesondere mit den Werkstoffen SiGe und Ge 
erfolgen. Bei integrierten mikromechanischen Systemen handelt 
es sich regelmaSig urn eine Kombination aus elektronischen und 
mechanischen (z.B. Resonatoren, Beschleunigungs- und 
Drehratensensoren) Komponenten. Auf die elektronischen 
Komponenten wird in der Regel eine Leiterbahnebene zur 
Verbindung der mechanischen und elektronischen Komponenten 
aufgebracht. Daruber befindet sich eine Opf erschicht , die bei 
einer SiGe-Technologie vorzugsweise aus Ge besteht. Auf der 
Opferschicht wird eine SiGe-Funktionsschicht angeordnet, aus 
der die mechanischen Komponenten realisiert sind. 

Derzeit wird die SiGe-Funktionsschicht meist mit LPCVD- 
Verfahren (LPCVD steht fur low pressure chemical vapour 
deposition) abgeschieden. Andere Verfahren, die ebenfalls zum 
Einsatz kommen, sind epitaktisches Aufwachsen oder PECVD 
(plasma enhanced chemical vapour deposition) . Diese Verfahren 
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sind jedoch noch nicht in ausreichender Weise 

f ortgeschritten. Die Vorteile der LPCVD-Abscheidung liegen in 
einer niedrigen Abscheidetemperatur fur das Aufbringen 
polykristalliner Schichten, die fur eine "Backend- 
Integration" besonders wichtig sind. Unter einer Backend- 
Integration versteht man den Aufbau der mechanischen 
Komponenten auf den elektronischen Komponenten. AuSerdem 
eignet sich das LPCVD-Verf ahren besonders gut fur eine Batch- 
Prozessierung. Ein Nachteil der LPCVD- Schichten liegt aber 
darin, dass diese einen vergleichsweise hohen 
^Stressgradienten aufweisen. Durch diesen Stressgradienten 
uberlappen sich z.B. die einzelnen Finger einer 
Kammstrukturanordnung nicht mehr uber die vollstandige Dicke 
der Schicht bzw. die gesamte Lange der Finger, so dass deren 
Funktion beeintrachtigt sein kann. Im Extremfall schleifen 
bei grofien Stressgradienten sogar bewegliche Elemente auf 
einem Substrat . 

Derzeit ist es nicht moglich, einen nachteiligen 
Schicht spannungsgradient en wahrend der LPCVD-SiGe-Abscheidung 
ausreichend zu reduzieren, ohne Abscheideparametergrenzen, 
wie z.B. CMOS-kompatible Abscheidetemperaturen zu 
uberschreiten oder extrem enge Prozessf enster , die derzeit 
kaum uber eine gesamte Waf erf lache stabil gehalten werden 
konnen, verwenden zu mussen. Mit den derzeit igen hohen 
Stressgradienten ist es jedoch nicht moglich, 
Beschleunigungs- oder Drehratensensoren mit einer groSen 
Sensorf lache und damit auch hohen Auflosung zu bauen. Gerade 
diesen Bereich mochte man aber mit der Integration von 
Mikromechanik und Mikroelektronik erschlieSen. 

Bei der SiGe-Technologie ist der hohe Stressgradient von 
Funktionsschichten derzeit der Hauptgrund, weshalb es noch 
keine grofie Zahl von integrierten mikromechanischen Systemen 
gibt, obgleich die Integration mit SiGe eine 
Schlusseltechnologie fur eine Vielzahl neuer 
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Anwendungsgebiete ist. 

Aufgabe und Vorteile der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Funktionalitat 
von mechanischen Komponenten in mikromechanischen Systemen, 
z.B. integrierten mikromechanischen Systemen, insbesondere 
bei Verwendung einer SiGe-Technologie zu verbessern, so dass 
auch eine Herstellung vergleichsweise groSer Sensorf lachen 
mit hoher Auflosung moglich wird. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Anspruche 1, 5 oder 
6 gelost. In den Unteranspruchen sind vorteilhafte oder 
zweckmaSige Ausgestaltungen der Erfindung angegeben. 

Zunachst geht die Erfindung von einem Verfahren zur 
Herstellung von mikromechanischen Strukturen aus, bei welchem 
auf eine Opferschicht eine Funktionsschicht abgeschieden und 
fur die Herstellung von wenigstens einem mechanischen 
Funktionselement die Opferschicht wieder entfernt wird. Ein 
erster wesentlicher Aspekt der Erfindung liegt darin, dass 
eine Randschicht, mit welcher die Funktionsschicht auf der 
Opferschicht beginnt und die eine andere Beschaf f enheit wie 
7^ die ubrige Funktionsschicht aufweist, zumindest zu einem 
erheblichen Teil ebenfalls entfernt wird. Dieser 
Vorgehensweise liegt die Erkenntnis zugrunde, dass der 
Stressgradient in bekannten Strukturen im Wesentlichen 
dadurch verursacht wird, das die Schichtspannung auf der 
Unterseite der Schicht eine andere ist als auf der Oberseite 
der Schicht, sodass sich freie z.B. SiGe-Balken teilweise urn 
ein Vielf aches der Schichtdicke nach oben wolben und da ruber 
hinaus der Schichtspannungsunterschied mehr oder weniger 
ausschlieSlich von einer vergleichsweise dunnen Randschicht 
auf der Unterseite der Funktionsschicht verursacht wird, die 
bei der Herstellung der Funktionsschicht sich von der ubrigen 
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Funktionsschicht unterscheidet . In der Regel tritt an der 
Unterseite der Funktionsschicht eine Druckspannung auf, 
wahrend an der Oberseite eine niedrigere Druckspannung bzw. 
eine Zugspannung herrscht . Hierdurch ergibt sich aufgrund 
dieses Spannungsunterschieds eine Auslenkung von z.B. 
einseitig eingespannten Balken bzw. eine Verbiegung frei 
liegender Strukturen in eine Richtung nach oben, also von 
z.B. einem Trager weg in Richtung der Schichtoberf lache . 

Die Ursache des Verhaltens der Randschicht in der 
Funktionsschicht, die den Spannungsgradienten mit 
beschriebenen Auswirkungen zur Folge hat, liegt darin, dass 
sich die Kristallstruktur wahrend der Abscheidung verandert . 
Relativ unabhangig von Abscheideparametern bildet sich meist 
zuerst eine amorphe bzw. sehr fein kristalline Randschicht 
aus, welche zwischen einigen 10 nm und einigen 

100 nm dick ist. Mit f ortschreitender Abscheidung, werden die 
Kristallite in der Schicht immer groSer, wobei jedoch die 
Anderung der KristallgroSe nach einer gewissen Schichtdicke 
(Randschicht) nicht mehr so stark ist bzw. keine Anderung 
mehr stattfindet. Damit ist der Abschnitt der Schicht in 
diesem Bereich der Funktionsschicht im Hinblick auf die 
Kristallstruktur relativ homogen. Da die mechanische Spannung 
(sowie der thermische Ausdehnungskoef f izient ) einer Schicht 
sehr stark von der Kristallstruktur abhangt, zeigt die 
feinkristalline bzw. amorphe Randschicht eine andere Spannung 
als die darauf f olgende polykristalline Hauptschicht der 
Funktionsschicht. Das erklart, warum hauptsachlich der 
Bereich der Randschicht dafur ve rant wort lich ist, dass sich 
die gesamte Funktionsschicht aufgrund eines Stressgradienten 
z.B. nach oben verbiegt . Erf indungsgemaS wird nun die 
Randschicht im unteren Bereich der Funktionsschicht 
abgetragen, womit auch die Ursache des Stressgradienten 
beseitigt ist. Ein solches Verfahren kann bei alien 
mikromechanischen Strukturen zur Anwendung kommen und muss 
nicht notwendigerweise auf integrierte mikromechanische 
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Systeme beschrankt sein. Das Abtragen der Randschicht kann 
auf unterschiedliche Arten erfolgen. Ihnen gemeinsam ist, 
dass die Opferschicht bereits ganz oder zumindest teilweise 
entfernt sein muss, da sonst die Randschicht nicht frei 
zuganglich ist und dann nicht abgetragen werden kann, 

RegelmaSig wird die Opferschicht aus einem Material 
hergestellt, das sich mit einer mehr oder weniger grofien 
Selektivitat zur Funktionsschicht atzen lasst . Das hat den 
Vorteil, dass beim Entfernen der Opferschicht die 
Funktionsschicht nahezu gar nicht oder in einem nicht 
erheblichen Ausmafi angegriffen wird. Beispielsweise besteht 
die Opferschicht aus Ge und die Funktionsschicht aus SiGe, 
wobei der Germaniumanteil kleiner als 65% bis 70% ist, urn 
eine ausreichende Selektivitat beim Opf erschichtatzen 
zwischen der Opferschicht und der Funktionsschicht zu 
erzielen. Als Opf erschicht -Atze eignet sich neben H 2 0 2 fast 
jede andere oxidierende Flussigkeit. Die Opferschicht muss 
nicht zwangslaufig aus Ge bestehen, sie kann auch aus SiGe 
mit einem hohen Germaniumanteil aufgebaut sein. Daneben 
kommen auch andere Werkstoffe, wie z.B. Siliziumdioxid in 
Frage. In diesem Fall kann dann Flusssaure (HF) zum 
Opf erschichtatzen zum Einsatz kommen. Im Fall eines 
_ vergleichsweise niedrigen Germaniumanteils (kleiner 65% bis 
70%) in der Funktionsschicht kann die Randschicht z.B. 
nasschemisch mit Atzen, die zum Siliziumatzen eingesetzt 
werden, wie z.B. TMAH (Tetramethylammoniumhydroxid) 
abgetragen werden, nachdem die Opferschicht entfernt ist. 
Denkbar ist aber auch ein chemisches Entfernen der 
Startschicht mit gasformigen Stoffen wie z.B. C1F 3 , XeF 2 oder 
auch in einem Plasma mit isotroper Atzwirkung. Zum 
Plasmaatzen eignet sich z.B. SF 6 . Mit einem solchen Verfahren 
aus der Gasphase kann auch die Opf erschichtatzung selbst 
durchgefuhrt werden, wenn die eigent lichen Funktionselemente 
zuvor geeignet passiviert wurden. 
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Ist der Germaniumanteil der Funktionsschicht groSer als 65% 
bis 70% so wird beim Opf erschichtatzen einer z.B. reinen 
Germanium-Opf erschicht mit beispielsweise H 2 0 2 auch die 
Funktionsschicht angegriffen. Dies kann gezielt genutzt 
werden, urn die Randschicht bereits wahrend des 
Opf erschichtatzens zu entfernen. Hierbei ist dann kein 
zusatzlicher Schritt notwendig, urn den Stressgradienten zu 
reduzieren. Die Selektivitat zwischen Opf erschicht und 
Funktionsschicht kann durch den Germaniumgehalt (z.B. 
Germaniumgehaltgradienten) der Funktionsschicht exakt 
^eingestellt werden. 

Beispielsweise besteht die Opf erschicht aus Germanium und die 
Funktionsschicht aus SiGe mit einem Germaniumanteil von 
groSer als 65% , der uber die gesamte Schichtdicke konstant 
ist. Die Abscheidebedingungen fur die Germaniumopf erschicht , 
welche z.B. aus zwei Lagen bestehen kann, konnen z.B. fur 
einen LPCVD-Ofen 400°C, 400 mTorr Prozessdruck, 190 seem 
Si 2 H 6 Gasfluss fur eine Dauer von zehn Minuten fur eine 
Germaniumstartschicht und 400°C / 400 mTorr Druck und 
190 seem GeH 4 Gasfluss fur die Germaniumopf erschicht selbst 
sein. Als Parameter fur die Funktionsschicht kommen z.B. 
425°C, 400 mTorr Druck und fur die Gasflusse 100 seem SiH 4/ 
70 seem GeH 4 sowie 60 seem B 2 H 6 in Frage . Wird diese 
Opf erschicht mit H 2 0 2 geatzt, so entfernt man automatisch die 
untere Schicht der Funktionsschicht und beseitigt damit auch 
den Stressgradienten. Die Selektivitat zwischen einer solchen 
Kombination von Opf erschicht und Funktionsschicht liegt in 
der GroSenordnung von 1:50. Die Selektivitat und Atzzeit der 
Opferschicht bestimmt hier die von der Funktionsschicht 
abgetragene Schichtdicke. Mit dem vorliegenden Verfahren 
biegen sich z.B. 3,5 fim dicke und 500 /xm lange Balken aus 
einer entsprechend hergestellten Funktionsschicht urn weniger 
als 1,5 /im in Bezug auf eine Ebene durch. Die Balken mit der 
groSten Ebenheit konnen dabei Auslenkungen von weniger als 
0,4 fim bei 500 fim Balkenlange zeigen. Diese Werte werden 
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selbst auf Wafern in verschiedenen Bootpositionen erreicht, 
da das Verfahren relativ robust im Hinblick auf 
Abscheideparameteranderungen ist. Die Auslenkung von Balken 
deren unterste Schicht dagegen nicht entfernt wurde, ist 
typischerweise mehr als zehnmal so grofi. Hinzu kommt, dass 
vergleichsweise groSe Streuungen von Wafer zu Wafer 
auf treten . 

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 
wird die Funktionsschicht in einer Zusammensetzung von der 
^Randschicht in Richtung ubrige Funktionsschicht betrachtet 
aufgebracht, dass sich wenigstens ein Teil der Randschicht 
zumindest ansatzweise selektiv zur verbleibenden Randschicht 
und/oder zur verbleibenden Funktionsschicht atzen lasst. 
Durch diese Vorgehensweise kann z.B. die Randschicht mit 
einer relativ kleinen oder gar keinen Selektivitat zur 
Opferschicht ausgestaltet werden, wodurch beim 

Opferschichtatzen gleichzeitig die Randschicht entfernt wird, 
aber dennoch die Funktionsschicht kaum oder gar nicht 
abgetragen wird. 

Insbesondere ist es bevorzugt, wenn die Funktionsschicht in 
wenigstens einem Teilbereich der Randschicht vorzugsweise bis 
in die verbleibende Funktionsschicht hinein aus SiGe mit 
einem hoheren Germaniumanteil als 65% bis 7 0% aber kleiner 
als 100% abgeschieden und bei der Abscheidung fur die 
verbleibende Funktionsschicht der Germaniumanteil reduziert 
wird, vorzugsweise unter einen Anteil von 65% bis 70%. 
Beispielsweise wird in ein und derselben Of enabscheidung 
direkt nacheinander ohne dazwischenliegende 

Stabilisierungsschichten die Rand- und dann die verbleibende 
Funktionsschicht abgeschieden. Hierzu wird z.B. wahrend der 
Abscheidung einfach der Germanfluss nach einer vorgegebenen 
Zeit gesenkt. Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der 
Erfindung kann ungefahr in der Dicke der Randschicht, welche 
fur den Stressgradienten verantwortlich ist, eine Schicht mit 
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einem Germaniumgehalt von groSer 65% bis 70% aber deutlich 
kleiner als 100% abgeschieden werden. 



Direkt darauf kann dann die Funktionsschicht mit niedrigerem 
Germaniumgehalt fur eine verbesserte Selektivitat beim 
Opferschichtatzen deponiert werden. Beim Opf erschichtatzen 
wird somit nur die Randschicht mit hohem Germaniumanteil 
entfernt, jedoch keine Oder im Wesentlichen keine Bereiche 
der Funktionsschicht.' Zielgenau wird somit nur die Schicht 
von der Funktionsschicht entfernt, die den Stressgradienten 
^verursacht, ohne dabei beim Atzen exakte Zeitfenster 
einhalten zu mussen. 

Die Aufgabe wird ausgehend von einem Verfahren zur 
Herstellung von mikromechanischen Strukturen, bei welchen auf 
eine Opferschicht , eine Funktionsschicht abgeschieden und fur 
die Herstellung von wenigstens einem mechanischen 
Funktionselement die Opferschicht wieder entfernt wird, auch 
dadurch gelost, dass eine Schicht oder mehrere Schichten mit 
zumindest annahernd gleichen Eigenschaf ten im Hinblick auf 
die Schichtspannung in der Schicht bzw. den Schichten 
zusammen betrachtet wie eine Randschicht, mit welcher die 
Funktionsschicht auf der Opferschicht beginnt und die eine 
andere Beschaf f enheit wie die ubrige Funktionsschicht 
aufweist, auf die Funktionsschicht aufgebracht wird bzw. 
werden. Hierdurch werden auf gegemiberliegenden 
Oberflachenbereichen der Funktionsschicht Schichten mit 
gleicher Spannung erzeugt, wodurch mit einer gleichmaSigen 
Schicht zwischen diesen Schichten eine 

Spannungsneutralisation erf olgt , so dass keine unerwunschten 
Verbiegungen auftreten. Das Aufbringen der weiteren Schicht 
bzw. Schichten auf der Funktionsschicht kann z.B. dadurch 
erfolgen, dass der Abscheideprozess einfach gestoppt und 
wieder angefahren wird. Damit entsteht auf der 
Funktionsschicht naturgeraaS eine Schicht, die zumindest 
annahrend gleiche Eigenschaf ten wie die Randschicht zur 
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Opferschicht aufweist, da auch die Randschicht durch Anfahren 
des Prozesses mit vorgegebenen Abscheideparametern entstanden 
ist. Bei jedem Neuanfahren nach einem Stopp wird sich 
zunachst eine Schicht etablieren, die der Randschicht der 
Funktionsschicht entspricht, wenn die Startbedingungen der 
beiden Schichten vergleichbar sind. Das kann z.B. durch eine 
Startschicht aus amorphem Silizium erreicht werden. 

Es ist jedoch auch moglich, eine andere Schicht auf die 
Funktionsschicht auf zubringen, wenn diese nur entsprechendes 
Spannungsverhalten wie die Randschicht besitzt. Damit lasst 
sich dann die gewunschte Spannungsneutralisation in der 
Funktionsschicht erreichen. 

Die beschriebenen Herstellungsverf ahren haben den Vorteil, 
dass sich hierdurch Funktionsschichten mit vergleichsweise 
niedrigem Stressgradienten bei CMOS kompatiblen 
Herstellungsbedingungen erzeugen lassen. Die Verf ahren sind 
vergleichsweise robust im Hinblick auf Schwankungen der 
Abscheideparameter, da der Stressgradient nicht uber den 
Germaniumgehalt , dem Druck, die Temperatur die 
Dotierkonzentration oder gar einen Gradienten dieser 
Parameter eingestellt wird. Dies erleichtert auSerordentlich 
die Prozessfuhrung, insbesondere bei Batchprozessen, z.B. mit 
einer LPCVD-Of enabscheidung. Gleichzeitig konnen die 
Abscheideparameter so gewahlt werden, dass die Schichten mit 
einer vergleichsweise hohen Rate deponiert werden, was im 
Hinblick auf die Wirtschaf tlichkeit von Vorteil ist. Es sind 
auSerdem weniger Testlaufe erf orderlich, urn ein 
Herstellungsverfahren einzufahren, da die erf indungsgemaSen 
Herstellungsverf ahren in einem groSen Prozessf enster 
"f unktionieren" . 

Die Aufgabe wird auSerdem ausgehend von einer 
mikromechanischen Struktur mit einer Funktionsschicht aus 
SiGe, die in einem lateralen Bereich, insbesondere 
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vollstandig vom ubrigen Aufbau getrennt ist, dadurch gelost, 
dass die Funktionsschicht uber ihre Dicke betrachtet einen 
Aufbau derart aufweist, dass sich Spannungen in der Schicht 
zumindest zum GroSteil neutralisieren oder kein 
Spannungsgradient auf tritt . Dem liegt die oben beschriebene 
Erkenntnis zugrunde, dass Spannungsgradienten in der 
Funktionsschicht regelmafiig nur von einer dunnen Schicht 
verursacht werden, deren Auswirkungen durch eine Schicht mit 
entsprechenden Eigenschaf ten ausgeglichen werden kann. 

Im einfachsten Fall ist die Funktionsschicht bevorzugt uber 
ihre Dicke betrachtet zumindest annahernd symmetrisch zu 
einer Mittelebene durch die Schicht aufgebaut. Bei einem 
symmetrischen Schichtauf bau kann weitgehend davon ausgegangen 
werden, dass nach auSen hin ein spannungsneutrales Verhalten 
des Schichtsandwiches auf tritt. 

In diesem Zusammenhang ist es auSerdem vorteilhaft, wenn wie 
im Hinblick auf das Verfahren beschrieben, die 
Funktionsschicht eine Randschicht aufweist, deren 
Spannungsgradienten verursachende Wirkung durch eine 
entsprechende Schicht auf der Oberseite neutralisiert ist. 

Im einfachsten Fall ist die Funktionsschicht uber ihren 
Querschnitt betrachtet zumindest groSenteils homogen. Eine in 
sich homogene Schicht ist zwangslaufig spannungsneutral . Bei 
geringen Inhomogenitaten wird sich eine geringe Restspannung 
einstellen, die jedoch vielfach akzeptabel ist. 



Beschreibung eines Ausf uhrungsbeispiels 

In der einzigen Figur ist ein Ausf uhrungsbei spiel eines 
Schichtaufbaus zur Veranschaulichung der Erfindung 
dargestellt. Die Figur zeigt in einem schematischen 
Querschnitt einen typischen Aufbau einer SiGe- 
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Funktionsschicht 1. Die Funktionsschicht 1 weist auf der 
Unterseite eine Randschicht 2 auf, die aus amorphen oder sehr 
kleinen Kristalliten besteht. Auf die Randschicht 2 folgt die 
verbleibende Funktionsschicht 3. Die verbleibende 
Funktionsschicht 3 besteht aus vergleichsweise groSen 
Kristalliten, die uber die gesamte Dicke dieser Schicht 
weitgehend gleichmafiig sind. Daher weist diese Schicht uber 
ihre Dicke d betrachtet, eine im Wesentlichen konstante 
Schichtspannung auf. Die konstante Schicht spannung ist 
entweder eine vergleichsweise geringe Zug- oder 
Druckspannung, die durch die Pfeile 4 in der Schicht 3 
symbolisiert ist. 

Demgegenuber herrscht in der Randschicht 2 eine wesentlich 
groSere Druckspannung (durch Pfeile 5 symbolisiert) , die zur 
Folge hat, dass sich die Schicht in der Figur nach oben 
auf biegt . 

Erf indungsgemaS konnen nur zweierlei Dinge erfolgen. 

1. Entweder wird die Randschicht 2 entfernt, womit eine 
verbleibende Funktionsschicht 3 erhalten wird, die in sich 
weitgehend homogen ist und damit keinen wesentlichen 
Spannungsgradienten zeigt, der zu einer unerwunschten 
Verformung der Schicht fuhren wurde . 

2. Auf die Schicht 3 wird (werden) eine (oder mehrere) 
weitere Schicht (Schichten) aufgebracht, die ein zur 
Randschicht 5 vergleichbares Spannungsverhalten besitzt 
(besitzen) . Hierdurch konnen die hohen Druckspannungen in der 
Randschicht durch entsprechende hohe Druckspannungen auf der 
Oberseite des Schichtauf baus kompensiert werden. 



Patentanspruche : 
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1. Verfahren zur Herstellung von mikromechanischen 
Strukturen, bei welchen auf eine Opferschicht eine 
Funktionsschicht (1) abgeschieden und fur die Herstellung von 
wenigstens einem mechanischen Funktionselement die 
Opferschicht wieder entfernt wird, dass dadurch 
gekennzeichnet ist, dass eine Randschicht (2), mit welcher 
die Funktionsschicht (1) auf der Opferschicht beginnt und die 
eine andere Beschaf f enheit wie die ubrige Funktionsschicht 

(3) aufweist, zumindest zu einem erheblichen Teil ebenfalls 
^entfernt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Funktionsschicht (1) in einer Zusammensetzung von der 
Randschicht (2) in Richtung ubrige Funktionsschicht (3) 
betrachtet aufgebracht wird, dass sich wenigstens ein Teil 
der Randschicht (2) zumindest ansatzweise selektiv zur 
verbleibenden Randschicht (2) und/oder zur verbleibenden 
Funktionsschicht (3) atzen lasst . 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Funktionsschicht (1) in wenigstens einem Teilbereich der 
Randschicht (2), vorzugsweise bis in die verbleibende 

^^Funktionsschicht (3) hinein aus SiGe mit einem hoheren 
Germaniumanteil als 65% bis 70%, aber kleiner als 100% 
abgeschieden und bei der Abscheidung fur die verbleibende 
Funktionsschicht (3) der Germaniumanteil reduziert wird, 
vorzugsweise unter einen Anteil von 65% bis 70%. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht (1) 
vollstandig in einer Zusammensetzung aufgebracht wird, die 
keine oder eine nur schwache Selektivitat zur Opferschicht 
zeigt . 
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5. Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, 
insbesondere nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet , dass eine Schicht oder mehrere Schichten mit 
zumindest annahernd gleichen Eigenschaf ten im Hinblick auf 
die Spannung in der Schicht oder den Schichten wie die 
Randschicht (2) , mit welcher die Funktionsschicht (1) auf der 
Opferschicht beginnt und die eine andere Beschaf f enheit wie 
die ubrige Funktionsschicht (3) aufweist, auf die 
Funktionsschicht (1) aufgebracht wird bzw. werden. 

6. Mikromechanische Struktur mit einer Funktionsschicht (1) 
aus SiGe die uber einen lateralen Bereich vom ubrigen Aufbau 
getrennt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Funktionsschicht (1) uber ihre Dicke d betrachtet einen 
Aufbau derart aufweist, dass sich Spannungen in der Schicht 
zumindest zum Grofiteil neutralisieren oder kein 
Spannungsgradient auf tritt . 

7. Struktur nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Funktionsschicht (1) uber ihre Dicke d betrachtet 
zumindest annahernd symmetrisch zu einer Mittelebene durch 
die Schicht aufgebaut ist. 

8. Struktur nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Funktionsschicht (1) auf gegenuberliegenden Flachen 
jeweils eine Randschicht aufweist, die sich von der ubrigen 
Funktionsschicht ( 3 ) unterscheidet . 

9. Struktur nach einem der Anspruche 6 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Funktionsschicht (1) uber ihren 
Querschnitt betrachtet zumindest annahernd homogen ist. 
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Zusammenf assung : 

Es wird ein Verfahren zur Herstellung von mikromechanischen 
Strukturen vorgeschlagen, bei welchem auf eine Opferschicht 
eine Funktionsschicht (1) abgeschieden und fur die 
Herstellung von wenigstens einem mechanischen 

Funktionselement die Opferschicht wieder entfernt wird, dass 
sich dadurch auszeichnet, dass eine Randschicht (2) , mit 
welcher die Funktionsschicht (1) auf der Opferschicht beginnt 
und die eine andere Beschaf f enheit wie die ubrige 
Funktionsschicht (3) aufweist, zumindest zu einem erheblichen 
Teil ebenfalls entfernt wird oder auf der Funktionsschicht 
eine Schicht oder mehrere Schichten mit zumindest annahernd 
gleichen Eigenschaf ten im Hinblick auf die Spannung in der 
Schicht bzw. den Schichten wie die Randschicht aufgebracht 
wird bzw. werden. Aufierdem wird eine mikromechanische 
Struktur mit einer Funktionsschicht vorgeschlagen, bei 
welcher die Funktionsschicht so aufgebaut ist, dass sich 
Spannungen neutralisieren oder kein Spannungsgradient 
auf tritt . 
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